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TEMA 1

FUNCION DE CADA ELEMENTO

C

10 : filtro para eliminar 1a F.I. de 465KHz derivindola a masa y dejar pasar
solamente las frecuencias de audio.

1 i diodo detector, rectifica 1a portadora de F.I. modulada por el audio, eli-
minando asi una de las bandas laterales, ya que la informacion de audig -
frecuencia esta contenida por igual en dos bandas a ambos lados de la F.1,

6 : resistor del lazo de realimentacidn negativa del "Control automitico de
Ganancia" (C.A.G). Cuanto mayor sea el valor de este resistor, menor sera
Ta realimentacion y menos sensibilidad tendrd el C.A.G. pero la ganancia
de las etapas de F.I. se verd aumentada. En cambio cuanto menor sea el
valor de este resistor ocurrird todo lo contrario de lo antedicho.

5  filtro para el C.A.G., deriva a masa Tas audiofrecuencias, cargandose a
una tensidn continua que depende del valor medio de la portadora de F.I.
de modo que el valor de tension continua en el capacitor, serd mayor cuan-
to mayor sea el nivel de la portadora (caso de emisoras fuertes) y vice-
versa (caso de emisoras débiles).

Tl’T2yT3 ¢ transformadores de acoplamiento entre etapas de F.I.

C3,C6y08 : capacitores que sintonizan por resonancia a los primarios de Tl’T2
y T3, a la frecuencia de 465KHz,

QZyQ3 : transistores amplificadores de F.I.

R5 : resistor de polarizacion de Q3.

C7 : capacitor de desacoplamiento de Rs, deriva a masa la frecuencia de
465KHz para que no pase por R ofreciendo una baja reactancia a esa
frecuencia.

R4 : resistor de polarizacion de Q,. No necesita capacitor de desacople

de F.1. porque estd Cs, que filtra Tas frecuencias de audio por su
baja reactancia, con mds razén Ta F.I. que es de mayor frecuencia.

L03 : Bobinado de realimentacin positiva para el circuito oscilador por
acoplamiento magnético.

L02-L01 : Bobinado del circuito oscilador.

L01 : bobinado en derivacién del circuito oscilador para la inyeccion de
la tension oscilante (una parte) en el emisor de Q.

C4 : capacitor de acoplamiento entre circuitoosciladory el emisor de Q.
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R : recistor de aplicacidn de la tensién oscilante en emisor de Qy
Q « ewansistor "conversor” de F.I. . Liectua el "batido" de Ta tension
1 ecoilante inyectada en el ewmisor con la portadora modulada en am-

n'itud que entra por la base. La salida se obtiene por_co1ector.
L.eqo actda como un "base comin" para la sefial del oscilador y como
gr “emisor comin" para la portadora modulada.

R; ¢ polarizacion de Ql'

: capacitor de acoplamiento entre antena y conversor.

: bobinado en derivacidn para adaptar la antena al conversor.

Ly, : bobina de antena.

TA : capacitor variable de sintonia del circuito resonante de antena.

TO : capacitor variable del circuito oscilador.

TrimA: trimer de ajuste de sintonia AJUSTE DE "ARRASTRE" ENTRE ANTENA Y
TrimO: trimer de ajuste del oscilador OSCILADOR.

CTAy CTO se disponen en TANDEM para variar conjuntamente sintonia y frecuen-

cia del oscilador.

TEMA 2

ELECCION DE D4

imi i 1 convie-
Debe tener buen rendimiento de corriente para 1a R.F., por lo cua v
ne que sea de contacto puntual. Daremos una lista de los que cumplen con dicha

condicion:

0A70

0A72
e } ALTA IMPEDANCIA

1AS101 } BAJA IMPEDANCIA

Los de baja impedancia se utilizan en receptores transistorizados. Mientras
que los de alta impedancia se utilizan en receptores valvulares.

Elegimos arbitrariamente el 0A70 entre los de baja impedancia.

La ubicacién del diodo debe ser como muestra la fig. 1y no al revés cuan-
do se utilizan transistores tipo NPN. .
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TEMA 3

ELECCION DE LOS TRANSISTORES

Dado que en la etapa de audio se utilizaron transistores NPN eligiremos
1ostde]‘m1smo tipo en el sintonizador para evitar problemas de fuente de ali-
mentacion.

En un "manual de semiconductores de silicio" de la Texas Instruments se re-
comienda como fconversor" el 2A216 y como "amplificadores de F.I." al 2A217,
cuyas caracteristicas principales se detallan:

v

CEmax = 20V
ICméx = 50mA
POtméx = 360mW.
min: 140
hFE = TIPICA,y PARA C.A. hfe = 200
max: 510

medido con VCE =5V e IC = 1mA con f = 465 kHz

Yse - 0,6 volt.

TEMA 4

CALCULO DEL POTENCIOMETRO DE VOLUMEN (ver F16, 2)
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La impedancia de entrada del excitador de audio determina el valor chmico
del potencidmetro de volumen. Cuando se trata de transistores dado que la im-
pedancia de estos dificilmente sobrepase 1os 5K en emisor comin, este serd el
valor elegido. En circuitos de audio con valvulas dicho valor es de 1Mq .

Nos queda determinar si es logaritmico o lineal, para ello recordar que
toda variacion que afecte a los sentidos humanos como ser el cambio de luz y
sonido es “"logaritmica", luego el potencidmetro del volumen sera de : 5Ko

LOGARITMICO.

TEMA S
DI

MENSTONAMIENTO DE Rg (VER FlIG. 2)

Dado el valor del potencidmetro de voldmen, este serd la impedancia de sa-
lida del detector. Para lograr una realimentacion negativa satisfactoria para
el C.A.G. basta que R, sea de aproximadamente el doble de aquel valor, en nues
tro caso: 10Ko 0 12K3 . Ajustable una vez armado y funcionando el receptor se
gin 1o que especifica el paragrafo "funcidn de cada elemento” para R6.

TEMA 6

DIMENSTONAMIENTO DE Cyq

Como C. es de baja reactancia para la C.A. que se obtiene del detector, es
como si R.estuviese "a masa" para la C.A., y entonces se encontraria en para-
lelo con &1 potencidmetro de voldmen de 5Ka , formando una resistencia total:

Rg x Py _ 10K x 5K
Rg + Py 10K + 5K

i

Rp

Rp = 3K3

Que a su vez estd en paralelo con ClO’ filtro de Ta F.I. en el detector.

Como la frecuencia maxima que debe pasar al potencidmetro de volumen es de
5.000Hz (Audio), la constante de tiempo de C.., %5 debe ser tal que cumpla
con la condicion anterior detectando asi la éRvo]véRte de 1a F.I. que 1levala
informacion de audio, asi debe resultar: (B = simbolo"tau").

1 ~ 1
?510 ® 7 fmax 2 x 3,14 x 5,000Hz

tenemos entonces que:

Rp Cif - 1
10 = = 50000z
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donde despejando C10 resulta:
C 1 - 1

10 = > 5000Rp 7 X7 X 5000 X 33008

CIO = InF

normalizando sera |C 0.01yF

10 =

Si el valor de Cy;y 1lega a ser mucho_mayor que el recientemente calculado,
se corre el peligro de no poder detectar Ta "envolvente" o bien eliminar las
frecuencias de audio cercanas a 5000Hz, con 1o cual el sonido resultaria "gan-
goso" e inintelegible. (mala respuesta en las frecuencias mas altas de audio).

TEMA 7

DIMENSIONAMIENTO DE C5  (VeR FlG, 3)
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FIGURA 3

Un criterio distinto debe adoptarse en la eleccidn del valor de C . Mien-
tras que para Cyodebemos cuidar de eliminar solo la frecuencia intermedia (F.I.)
y rescatar las frecuencias de audio; para Cs debemos tratar de filtrar la compo-
nente de audio también, para que nos deje solo un nivel de C.C. relacionado con
la amplitud de F.I. y controlar efectivamente la ganancia de las etapas amplifi-
cadoras.

Sabiendo que la F.I. es practicamente mil veces mayor que las frecuencias
de audio, C5 debera ser mil veces mayor que Cyy, entonces:

C¢ = 1000 x Cp
C5 = 1000 x 0,01uF
C5=10uF
POLARIZACION DE Q3  (ver Fic. 4)
112 731
2daFl @ 3rafFl
|5 Q3 - 3
I
€8 [470pF
I 2 73l
. |
. 1|
. =
! tlmA
C7mp01pF
RS
390K
r'§ +5,4V
FIGURA 4
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Elegimos Ic = 2mA, que es el mas aceptable para transistores de silicio en

baja senal.
Asi resultaria:
I, . Ic S
B = hFE =00 0,01mA
up
Como vimos en la leccién 26, la caida de tensién en R, nos disminuye 1a
tensidn de bateria para las etapas del sintonizador a 5,4V°8 5 Voits. aproxima

damente, de este modo la tensidn en R5 es por la ley de KIRCHHOFF

) = 5 Volts - V

R5 BE3
= 5V - 0,6V = 4,4V
Entonces : Vv
R5 . _R7T __ 4.4V - 440KQ
' IB 0,01mA

normalizado R5 390Kq

TEMA 9

DIMENSIONAMIENTO DE C,

Dado que las impedancias en juego en la base de Q3 son similares a la de sa
lida del detector, y dimensionado Cy, para filtro de 1a F.I., como C; cumple la
misma funcidn se adopta el mismo vator. (Ver fig. 4).

TEMA 10

POLARIZACION DE Q,

Este transistor a diferencia del Q; estd afectado en su base por el "contro
automatico de gananc1a" Tuego es conveniente para obtener buena sensibilidad en
todas las emisoras , aiin con tensiones elevadas de C.A.G., que la corriente de
reposo de base de Q, sea mayor a la normalmente elegida para Q3.(Ver fig. 3).

La experiencia muestra que de 2 a 4 veces mayor es satisfactoria,
Entonces el valor de Ta resistencia R, debera ser de 2 a 4 veces menor que
R5, Tuego eligiéndola 4 veces menor serd:

C, = 0.01uF

7

R

B - - B 7,500

4

normalizado R4 = 100Kq

TEMA 11

POLARIZACION DE @

5 ANTENA
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T
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W

FIGURA 5
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Este transistor actua como converscr, v para que pueda exitir un buen ni-
vel de tension de oscilacidn en R,, es necesario que en esta resistencia haya
en reposo, una tensidn aproximada“de 1 Volt . Para lograr una buena relacién
sefial-ruido conviene trabajar con una corriente muy pequefia de reposo, sea es-
ta por ejemplo la mitad del valor que marcan las especificaciones:

Ic = igﬁ—-= 500uA de este modo resulta Rj:
v

N R | R . -5

2 = T " 508 2K normalizado R2 2K2

Ademas con dicha IC resulta una corriente de base de:

I

Iy . _c___ S00uA _ 2,5uh
hee 200

En la resistencia Ry habrd entonces practicamente una caida de tensidn de
5V (dade que hemos restado a la tensidon de alimentacidon la tensidn VE)

Con estas aproximaciones, que agilizan el calculo,(siempre que sean del or
den de tolerancia de los resistores), obtenemos:

'R
R, _ 1 _ 5 -
S e -
que normalizado seria:
R, = 2M2

1

Si al hacer funcionar la etapa de tension Vg resulta ser menor, significa
que la ganancia del transistor es menor y hace falta reforzar la corriente de
base, entonces R; debe ser menor que Ta estipulada, pudiendo 1legar a ser de
390K. Luego en caso de verificar el NO FUNCIONAMIENTO del conversor reducir Ry

TEMA 12

DIMENSIONAMIENTO DE C; Y C4

Idem C7, Tuego:
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TEMA 13

CAPACITORES EN TANDEM, TRANSFORMADORES DE F.1., BOBINA DE ANTENA

Dado que la construccion y disefio de los transformadores y bobinas utiliza-
das en R.F. requieren cierto grado de tecnologia seria practicamente imposible
su construccion casera. Lo mismo ocurriria con los capacitores variables del
tandem. Pero si daremos las pautas fundamentales, que Ud. deberd conocer acer-
ca del funcionamiento de un radioreceptor.

TEMA 14
_IRANSFORMADORES DF F.[.

E1 primario de los tres transformadores de F.I. estan sintonizados con sen-
dos capacitores C,, C, y Cyq. Para los transformadores obtenidos comercialmen-
te el valor de dichas capacidades es de 470pF y resultan de aplicar la formula
de sintonfa para resonancia.

fr= ———t = 465kHz
2x71x VLIC
siendo L : inductancia del primario.

C : capacidad conectada en el primario.

Tuego si C = 470pF resulta:

_ 1
L= T xnZx f2xC

TEMA 15

CIRCUITO OSCILADOR Y DE ANTENA

E1 tandem del circuito oscilador tiene una capacidad maxima de 75pF al i-
gual que el de antena, ahora bien, 1a sintonfa de portadora puede ubicarse des-
de:

fp = 550kHz 1600kHz

mientras que el oscilador ird respectivamente
fo = 1015kHz ) 2065kHz
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CON ESTOS DATOS Y LO APRENDIDO EN LAS LECCIONES 22 y 23 DE PROYECTOS Y DISENGS
CALCULE LOS VALORES DE:

3) L
M

4) Trim A
5) (Lo1 + Loz) = Lo
6) Trim O

EJERCICIO DE EXAMEN

1) iComo debe conectarse el diodo D1, cuando en el circuito se emplean transis-
tores tipo PNP?

2) iPor qué, en la figura 1, se conecta el diodo en la forma indicada?
3) Con la formula (1) del tema 14 de esta leccidn, encuentre el valor de L

4) Con los datos del tema 15 y 1o aprendido en las lecciones 22 y 23 de Proyec-
tos y disefios, calcule los valores de: a) LAy; b) Trim A; c)(LO; + LOp) = LO;
d) Trim 0

5) Con las especificaciones dadas en la Leccidn 26, haga el proyecto de la eta-
pa sintonizadora del receptor.

6) Dibuje todo el circuito que figura en ELECTROKIT 2001 de 1a circular técnica
con lista de materiales y todo los demas elementos. VERSION NPN.

#* * H

NOTA: PARA SU COMODIDAD,

EN LA FIGURA 6 SE REPITE
EL CIRCUITO COMPLETO DEL
RECEPTOR SUPERHETERODINO.
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D1
C10
OtpF

afFI
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RECEPTOR SUPERHETERODINO

ANTENA
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